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Abstract (Basic): EP 440204 A 

An integrated circuit device comprises a power terminal (1 1 1) to 
which a main voltage is applied, a second power terminal (1 10) to which 
a backup voltage is applied, a connection device and comparison 
circuitry (29). The first power terminal is connected to a source line 
of an internal circuit. A transistor is connected between the second 
power terminal and the source line of the internal circuit. The voltage 
at the first power terminal is compared with the voltage at the second 
power terminal. 

The voltages are compared, also, with an absolute value. If the 
voltage from the first power terminal is less than the absolute value 
the power supply is sourced from the second power source. 

ADVANTAGE - Backup power source may be connected directly to power 
terminals without use of diode circuitry. (lOpp Dwg.No.2/5) 

Abstract (Equivalent): EP 440204 B 

A semiconductor integrated circuit device comprising a first power 
terminal (1 10) to which a main source voltage (1 1) is to be applied, a 
second power terminal (1 1 1) to which a backup voltage (12) is to be 
applied, a source line (120,161) for connecting said first power 
terminal to an internal circuit (16), data storage means (17) coupled 
to said source line (120,161), a transistor (212) connected between 
said second power terminal (111) and said source line (120,161), 
comparator means (29) for comparing a first voltage relative to the 
voltage at said first power terminal (110) with a second voltage 
relative to the voltage at said second power terminal (1 1 1) to make 



said transistor (212) non-conductive when said first voltage is larger 
in absolute value than said second voltage, and main source voltage 
reduction monitor means (24-28) for forbidding any data access to said 
data storage means (17) when the voltage at first power terminal (110) 
is lowered to an intermediate value between said main source voltage 
(1 1) and said backup voltage (12). 
Dwg.1/5 

Abstract (Equivalent): US 5307318 A 

The semiconductor IC device in which an internal circuit thereof is 
held by a backup power source when a main power source is disconnected 
comprises a comparator for comparing a potential at a first power 
terminal (111) with that at a second power terminal (1 10). 

When the potential at the first power terminal is reduced switch 
means connected between the first and second power terminals is closed 
to supply power from the second power terminal to a data storage unit 
(17) while forbidding write and read operations of store data. 

ADVANTAGE - Backup operation for holding internal states can be 
performed with number of externally provided components reduced. 
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HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein integrier- 
tes Halbleiterschaltungsbauelement und insbesondere auf 
ein integriertes Halbleiterschaltungsbauelement/ in dem 
darin gespeicherte Daten selbst nach einer Unterbrechung 
der Hauptleistungsversorgung gehalten werden mtissen. 

In einem integrierten Halbleiterschaltungsbauelement mit 
einer Datenspeicherschaltung, die aus flttchtigen Spei- 
chern wie etwa RRMs aufgebaut ist, kommt es haufig vor, 
dafi die internen Zustande wie etwa Daten unverandert ge- 
halten werden mttssen, selbst nachdem eine Hauptleistungs- 
versorgungsspannung unterbrochen worden ist. Hierzu ist 
es im Stand der Technik wohlbekannt/ eine Ersatzlei- 
stungsquelle zu verwenden, die an das Bauelement eine Er- 
satzspannung anlegt, wenn die Hauptleistungsspannung ent- 
fernt wird. 

Genauer ist, wie in Fig. 5 gezeigt ist, eine Hauptlei- 
stungsquelle 60, die eine Hauptleistung oder eine normale 
Betriebsspannung Vcc bereitstellt, tlber einen Leistungs- 
schalter 61 und eine Diode 62 mit einem Leistungsanschlufi 
51 eines integrierten Schaltungsbauelements (IC) 50 ver- 
bunden, ferner ist mit dem Anschlufl 51 tlber eine Diode 66 
eine Ersatzleistungsquelle 65 verbunden. Der andere Lei- 
stungsanschlufi 52 des IC 50 ist geerdet (GND) . Da eine 
Ersatzspannung V BUP niedriger als die normale Betriebs- 
spannung Vcc ist, wird die Diode 66 dann, wenn der Lei- 
stungsschalter 61 geschlossen wird, damit der IC 50 einen 
Normalbetrieb ausfUhrt, in Sperrichtung vorgespannt, urn 
die Ersatzleistungsquelle 65 vom IC 50 abzukoppeln. Wenn 



andererseits der Schalter 61 gedffnet wird, um die Haupt- 
leistungsquelle 60 abzukoppeln, wird die Diode 66 lei- 
tend, so dafl die Ersatzspannung V BUP an den Leistungsan- 
schlufi 51 angelegt wird. Der IC 50 wird somit in einen 
Ersatzzustand gebracht. Die Diode 62 ist in diesem Zeit- 
punkt gesperrt. Somit kCnnen die internen ZustSLnde des 
integrierten Schaltungsbauelements 50 unverandert gehal- 
ten werden, selbst nachdem die Hauptleistungsquelle abge- 
koppelt worden ist. 

Bei der obigen Konstruktion ist es jedoch notwendig, dafi 
die Diode 66 vorhanden ist, die die Ersatzleistungsquelle 
65 vom Leistungsanschlufi 51 im Normalbetriebszustand des 
IC 50 abkoppelt. Die Zunahme der Anzahl der auflerhalb des 
integrierten Schaltungsbauelements 50 anzubringenden Tel- 
le macht nicht nur das den IC 50 verwendende System teu- 
er, sondern reduziert auBerdem den ProduktionsausstoB. 
Dartlber hinaus wird die Ersatzspannung V BUP tatsachlich 
an den Leistungsanschlufi 51 mit einem Spannungsabfall an- 
gelegt, der dem Vorw&rtsspannungsabfall V F der Diode 66 
entspricht. Uia daher die internen ZustSLnde des IC 50 im 
Ersatzzustand zu halten, muB die Ersatzleistungsquelle 
eine tatsSchliche Ersatzspannung V BUP erzeugen, die we- 
nigstens um die Spannung V p htiher als die Minimalspannung 
ist, die zum Halten der internen Zust&nde des Bauelements 
notwendig ist. Als Ersatzleistungsquelle 65 wird im all- 
gemeinen eine Batterie verwendet. Die Tats ache, daB die 
relativ hohe Ersatzspannung der Batterie erforderlich 
ist, bedeutet, dafl deren Lebensdauer entsprechend ver- 
kUrzt wird. 

Die EP-A 0 051 533 offenbart eine Ersatzbatterie-Steuer- 
einrichtung fUr einen Schreib-Lese-Speicher. Die Steuer- 
einrichtung enthait einen HauptleistungsanschluB (10) und 
einen Ersatzleistungsanschlufi (14), an die eine Haupt- 
quellenspannung bzw. eine Ersatzspannung ohne Verwendung 



von Dioden angelegt werden solleru Ein erster Transistor 
(34) ist zwischen den Hauptleistungsanschlufi und eine 
Quellenleitung (16) des Schreifa-Lese-Speichers geschaltet 
und wird durch eine Ladungspumpe (36-42) angesteuert, die 
eine Steuerspannung erzeugt, die haher als die Leistungs- 
spannung ist. Urn zu verhindern, dafl die Quellenleitungs- 
spannung auf Massepegel geandert wird, wenn die Hauptlei- 
stung unterbrochen wird/ wird ein Niedrigpegelsignal er- 
zeugt, das den erst en Transistor (34) ausschaltet, Ein 
zweiter Transistor 50 ist zwischen den Ersatzleistungsan- 
schlufl (14) und die Quellenleitung (16) geschaltet. Eine 
Vergleichsschaltung (18-32) vergleicht die Spannung auf 
der Quellenleitung mit der Ersatz spannung und macht den 
zweiten Transistor leitend, nachdem die Spannung auf der 
Quellenleitung als Antwort auf eine Unterbrechung der 
Hauptleistung abgesenkt worden ist* 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die 
Schaltung des obigen Standes der Technik zu verbessern 
und insbesondere zu vereinf achen. 

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein integriertes Halbleiterschaltungsbauelement zu schaf- 
fen, mit dem ein Ersatzbetrieb zum Halten seiner internen 
Zustande bei verringerter Anzahl von extern vorgesehenen 
Komponenten ausgefiihrt werden kaiuu 

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein integriertes Halbleiterschaltungsbauelement zu schaf- 
fen, bei dem eine an es anzulegende Ersatzspannung abge- 
senkt werden kann. 

Die zwei Ausftlhrungsformen der Erfindung sind in den An- 
sprttchen 1 und 4 definiert. Weitere Verbesserungen sind 
in den verbleibenden Unteransprttchen beschrieben. 



KURZBESCHRE IBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Die obigen und andere Aufgaben, Vorteile und Merkmale der 
vorliegenden Erfindung werden deutlicher aus der folgen- 
den Beschreibung, die in Verbindung mit den beigefUgten 
Zeichnungen gegeben wird, in denen: 

Fig. 1 ein internes Blockschaltbild eines IC gemSB einer 
Aus fUhrungs form der Erfindung mit einer Verbindung zwi- 
schen Leistungsquelle und IC ist; 

Fig. 2 ein Schaltbild einer Leistungsquellenerfassungs- 
/Versorgungs-Steuerschaltung ist, die in Fig. 1 gezeigt 
ist; 

Fig. 3 ein internes Blockschaltbild eines IC gem&B einer 
weiteren Aus ftthrungs form der vorliegenden Erfindung mit 
einer Verbindung zwischen Leistungsquelle und IC ist; 

Fig. 4 ein Schaltbild einer Leistungsquellenerfassungs- 
/Versorgungs-Steuerschaltung ist, die in Fig. 3 gezeigt 
ist; und 

Fig. 5 ein Verbindungsschaltbild von Leistungsquellen mit 
einem IC gemafl dem Stand der Technik ist. 

GENAUE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFOHRUNGSFORMEN 

Hie in Fig. 1 gezeigt, enthalt ein integriertes Halblei- 
terschaltungsbauelement 15 gemSfi einer Aus fUhrungs form 
der vorliegenden Erfindung einen Hauptquellenanschlufi 110 
als ersten LeistungsanschluB, einen Ersatzquellenanschlufl 

111 als zweiten Leistungsanschlufl, einen Masseanschlufi 

112 als ReferenzleistungsanschluB sowie einen Einga- 
be/Ausgabe-Anschlufl 19 fUr den Empfang und die Ausgabe 
von Daten und von Steuersignalen. Eine Hauptleistungs- 



quelle 11 zum Erzeugen einer Haupt- oder Betriebsspannung 
Vcc ist an den Hauptquellenanschlufi 110 Ober eine Diode 
13 und einen Leistungsschalter 14 angeschlossen, wahrend 
eine Ersatzleistungsquelle 14 zum Erzeugen einer Ersatz- 
spannung V BUP direkt an den Ersatzquellenanschlufi 111 an- 
geschlossen ist. Der Masseanschlufi 112 ist geerdet (GND) ♦ 
Die integrierte Schaltung besitzt als interne Schaltung 
eine Datenverarbeitungsschaltung 16, ein UND-Gatter 113 
und eine Datenspeichereinheit (RAM) 17 zum Speichern von 
Daten, die selbst nach einer Entfernung der Hauptspannung 
Vcc gehalten werden mtlssen. Diese Koraponenten werden 
durch eine Spannung aktiviert, die zwischen eine Lei- 
stungsquellenleitung 120 und eine Masseleitung 121 ange- 
legt wird. Die Masseleitung 121 ist an den Anschlufi 112 
angeschlossen. Die Datenverarbeitungseinheit 16 ftthrt 
vorgegebene Datenverarbeitungsoperationen an den Uber den 
Eingabe/Ausgabe-Anschlufi 19 zugeftthrten Daten aus und 
speichert die sich ergebenden Daten in der Einheit 17 
und/oder gibt sie Uber den Anschlufl 19 nach aufierhalb 
aus* Sie dient ferner dazu, Daten von der Einheit 17 zu 
lesen und sie nach aufien auszugeben. Die DatenUbertragung 
zwischen der Datenverarbeitungseinheit 16 und der Spei- 
chereinheit 17 erfolgt liber einen Bus 18. Die Einheit 17 
kann Daten an die Einheit 16 nur dann ausgeben oder Daten 
von der Einheit 16 nur dann empfangen, wenn ein Zu- 
griffssignal 115, das an den Chipfreigabeanschlufi CE ge- 
liefert wird/ einen aktiven, hohen Pegel besitzt. Das Zu- 
griffssignal US wird durch das UND-Gatter 113 als ant- 
wort auf ein Zugrif fsanforderungs signal 117 von der Da- 
tenverarbeitungsschaltung 16 und auf ein Zugriffsgewah- 
rungssignal 114 gesteuert. Die Funktionen des UND-Gatters 
113 werden spater genauer beschrieben. 

Die integrierte Schaltung IS enthait ferner eine Lei- 
stungsquellenerfassungs-/Versorgungs-Steuerschaltung 101 
gemafi der vorliegenden Erfindung. Die Schaltung 101 ist 



an die LeistungsanschlUsse 110 , 111 und 112 angeschlos- 
sen, um die hier vorhandene Spannung zu erfassen und um 
eine Quellenspannung zu steuern, die an eine Quellenlei- 
tung 120 der internen Schaltung angelegt wird. Die Schal- 
tung 101 steuert ferner das Zugriff sgewahrungs signal 114. 

Wie in Fig. 2 gezeigt, enthait die Quellenerfassungs- 
/Versorgungs-Steuer schaltung 101 vier P-Kanal-MOS-Transi- 
storen 21/ 22, 23 und 212/ drei Widerstande 24 bis 26, 
eine Diode 27, ein Paar von Komparatoren 28 und 29, ein 
UND-Gatter 211 und einen Invert ierer 210, In dieser Aus- 
ftlhrungsform ist die Quellenleitung 120 der internen 
Schaltung an den Hauptquellenanschlufi 110 ttber eine Ver- 
drahtung angeschlossen. Die Gates der Transistoren 21 bis 

23 sind miteinander verbunden/ wahrend ihre Sources ge- 
meinsam mit dem Anschlufl 110 verbunden sind. Widerstande 

24 und 26 sind zwischen einen Drain des Transistors 21 
und den Masseanschlufl 112 in Serie geschaitet. Der Wider- 
stand 25 ist mit einem Ende an einen Drain des Transi- 
stors 22 angeschlossen und mit seinem anderen Ende an ei- 
ne Anode der Diode 27 angeschlossen, deren Katode an ei- 
nen MasseanschluS 112 angeschlossen ist. Der Drain des 
Transistors 23 ist an einen Anschlufl fttr hohes Potential 
des Spannungskomparators 28 angeschlossen. Ein positiver 
(+) und ein negativer (-) Eingang des Spannungskompara- 
tors 28 sind an einen Verbindungspunkt zwischen den Wi- 
der standen 24 und 26 bzw. an eine Anode der Diode 27 an- 
geschlossen. Ein negativer Eingang <-) des Spannungskom- 
parators 29 ist an den Anschlufl 111 angeschlossen, wah- 
rend sein positiver Eingang (+) an den Hauptleistungsan- 
schlufl 110 angeschlossen ist. Ein Ausgang des Spannungs- 
komparators 29 ist an einen Eingang eines UND-Gatters 212 
und an das Gate des Transistors 212 angeschlossen, dessen 
Source-Drain-Pfad zwischen die Quellenleitung 120 und den 
Ersatzquellenanschlufl 111 geschaltet ist. Der Transistor 
212 arbeitet als Schalter. Der Ausgang des Komparators 29 



1st ferner tlber einen Invertierer 210 an die Gates der 
Transistoren 21, 22 und 23 angeschlossen. Der andere Ein- 
gang des UND-Gatters 211 ist an einen Ausgang des Span- 
nungskomparators 28 angeschlossen. Der Komparator 29, der 
Invertierer 210 und das OND-Gatter 211 sind zwischen den 
Hauptleistungsanschlufi 110 und den Masse anschlufi 112 an- 
geschlossen, urn eine Betriebsspannung zu empfangen. Ein 
Ausgang des UND-Gatters 211 wird als das Zugrif fsgewah- 
rungssignal 114 verwendet. 

Nun wird die Funktionsweise dieses integrierten Schal- 
tungsbauelements 15 beschrieben. Selbstverstandlich ist 
die Hauptspannung Vcc von der Hauptquelle 11 hOher als 
die Ersatzspannung V^p von der Ersatzquelle 12* 

Wenn der Leistungsschalter 12 geschlossen wird, urn den IC 
15 zu aktivieren, wird die Hauptspannung Vcc von der 
Hauptquelle 11 Ober die Diode 13 an den Leistungsanschlufl 
110 angelegt. Die Spannung am Anschlufi 110 wird ihrer- 
seits tlber die Quellenleitung 120 an die interne Schal- 
tung angelegt. Im Ergebnis ftihrt die interne Schaltung 
ihren vorgegebenen Schaltungsbetrieb aus. Hierbei ist der 
Ausgang des Komparators 29 auf hohem Pegel (Vcc-Pegel) , 
weshalb der Transistor 212 in einem nichtleitenden Zu- 
stand ist* Daher ist die Ersatzquelle 12 von der Quellen- 
leitung 120 abgekoppelt. 

Wenn andererseits der Leistungsschalter 14 geSffnet wird, 
um die Hauptquelle . abzukoppeln, beginnt die Spannung des 
Hauptleistungsanschlusses 110 vom Vcc-Pegel abzusinken. 
Entsprechend der Abnahme der Spannung am Anschlufi 110 
wird die Ausgangsspannung des Komparators 29 niedriger. 
Der Transistor 212 wird jedoch im Ausschaltzustand gehal- 
ten, da die Gate- und Source-Potentiale gleich sind- Wenn 
die Spannung am Anschlufi 110 gleich der Ersatzspannung 
V BUP wird, wird der Ausgang des Komparators 29 zum nied- 
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rigen Pegel (Massepotential) geandert. In diesem Zeit- 
punkt arbeitet die Elektrode des Transistors 212 auf sei- 
ten des Ersatzquellenanschlusses 111 als Quellenelektro- 
de, so dafl der Transistor 212 eingeschaltet wird. Somit 
wird die Ersatzspannung V BUP Uber den Transistor 212 an 
die Quellenleitung 120 der internen Schaltung angelegt, 
so dafl die in der Datenspeichereinheit 1? gespeicherten 
Daten ohne Zerstfirung gehalten werden ktinnen. Da der 
Transistor 212 zwischen der Source und dem Drain in sei- 
nem leitenden Zustand einen Spannungsabfall hervorruft/ 
wird der Ausgang des Komparators 29 auf niedrigem Pegel 
gehalten. Wenn der Leistungsschalter erneut geschlossen 
wird, wird der Transistor 212 ausgeschaltet und wird an 
die Leitung 120 die Spannung Vcc angelegt . 

Daher ist zura Anschlieflen der Ersatzspannung 12 an den IC 
15 keine Diode erforderlich. Da die Source-Drain-Spannung 
des Transistors 212 in seinem leitenden Zustand viel 
niedriger als die Vorwarts spannung der Diode ist, ist es 
mSglich, eine Zeitperiode zu veriangern, in der die Be- 
reitstellung der Ersatzspannung mOglich ist. 

Wie erwShnt/ wird in diesem IC 15 die Ersatzspannung V BOT 
wahrend der Periode der Bereitstellung der Ersatzspannung 
an die Quellenleitung 120 angelegt, urn Daten in der Da- 
tenspeichereinheit 17 zu halten. Gleichzeitig wird die 
Spannung V BU? auch an die Datenverarbeitungseinheit 16 
der internen Schaltung angelegt, Wenn daher Signale, die 
Rauschen enthalten, zufailig von einem externen Bau- 
element an den Eingabe/Ausgabe-Anschlufi 19 angelegt wer- 
den, kann als Antwort darauf die Schaltung 16 ein Zu- 
griffsanforderungssignal 117 fur die Datenspeichereinheit 
17 erzeugen. Falls das UND-Gatter 113 nicht vorhanden wa- 
re, kOnnten die in der Datenspeichereinheit 17 gespei- 
cherten Daten geandert werden, so dafl das Ziel des Hal- 
tens der internen Zustande der Schaltung mit der Er- 
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sat2quelle wahrend einer Abkopplung der Hauptquelle nicht 
erreicht werden kSnnte. 

Um zu vermeiden, dafi eine solche Situation auftritt, war- 
den das UND-Gatter 113 und das Zugrif fsgewahrungs signal 
114 von der (frellenerfassungs-/Versorgungs-Steuerschal- 
tung 101 verwendet. Das heiflt, im Zustand der Bereitstel- 
lung der Ersatzspannung gibt der Komparator 29 einen 
niedrigen Pegel aus, so dafi das UND-Gatter 211 das Zu- 
grif fsgewahrungsslgnal 114 auf niedrigem Pegel halt. Da- 
her halt das UND-Gatter 113 das Zugrif fssignal IS fUr die 
Einheit 17 unabhSngig davon, ob das Zugrif fsanforderungs- 
signal 117 von der Datenverarbeitungsschaltung 16 erzeugt 
wird Oder nicht, auf niedrigem Pegel. Dadurch wird ein 
unerwttnschter Zugriff auf die Datenspeichereinheit 17 
wahrend der Bereitstellung der Ersatzspannung verhindert. 

Wenn sich der IC 15 in einem normalen Betriebszustand be- 
findet/ kann die Hauptspannung Vcc oftmals niedriger als 
der Standardwert sein. Falls das Datenverarbeitungsbau- 
element 16 mit einer solchen abgesenkten Betriebsspannung 
arbeitet, kann sie fehlerhafte Daten erzeugen und in der 
Datenspeichereinheit 17 speichern. Daher wird bevorzugt, 
einen Zugriff auf die Datenspeichereinheit 17 in einer 
solchen Situation zu verhindern. 

Hierzu ist der Komparator 28 vorgesehen. Genauer wird die 
Spannung Uber der Diode 27 an einen invertierenden Ein- 
gang (-) des Komparator s 28 angelegt, Diese Spannung ist 
gegen eine Spannungsschwankung am Quellenanschlufi 110 
stabilisiert. Andererseits wird an einen nichtinvertie- 
renden Eingang {+) des Komparators 28 die durch die Wi- 
derstande 24 und 26 geteilte Spannung angelegt. Diese 
Spannung verandert sich in Abhangigkeit von der Span- 
nungsschwankung am Anschlufi 110. Wenn daher die Spannung 
am Anschlufi 110 auf einen Pegel abfailt, bei dem die wi- 
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derstandsgeteilte Spannung gleich Oder niedriger als die 
Spannung Uber der Diode 27 wird, gibt der Komparator 28 
ein Niedrigpegelsignal aus. Im Ergebnis gibt das UND- 
Gatter 211 das Zugrif fsgewahrungs signal 114 mit niedrigem 
Pegel aus, um einen Zugrif f auf die Datenspeichereinheit 
17 zu verhindern. Da wie obenerwahnt das UND-Gatter 211 
aufierdem das Zugrif fsgewahrungs signal 114 durch Verwenden 
des Ausgangs des Komparators 29 steuert, sind die Wider- 
standswerte der Widerstande 24 und 26 so ausgelegt, dafi 
der Komparator 28 ein Niedrigpegelsignal ausgibt, wenn 
die Spannung am Anschlufi 110 auf einen Wert zwischen sei- 
nem Standardwert und der Ersatzspannung V^p abgesenkt 
wird* In dieser Aus ftlhmngs form gibt der Komparator 28 
das Niedrigpegelsignal aus, wenn die Spannung am Anschlufi 
110 auf 4 Volt absinkt, was eine Zwischenspannung zwi- 
schen dem Standardwert von 5 Volt des Anschlusses 110 und 
der Ersatzspannung V BTO von 3 Volt darstellt. 

Somit bilden der Komparator 28/ die Widerstande 24-26 und 
die Diode 27 eine Hauptquellenspannungsverringerungs- 
Oberwachungsschaltung. Der Betrieb dieser Schaltung 1st 
wahrend der Periode der Bereitstellung der Ersatzspannung 
nicht erforderlich. Daher werden die Transistoren 21 bis 
23 wahrend der Periode der Bereitstellung der Ersatzspan- 
nung durch den hohen Pegel vom Invertierer 210 ausge~ 
schaltet, so dafi in der Ob erwachungs schaltung keine Lei- 
stung verbraucht wird. Die Verhinderung eines solchen 
Leistungsverbrauchs wahrend der Periode der Bereitstel- 
lung der Ersatzspannung kann auch durch die Anordnung von 
N-Kanal-Transistoren auf seiten des Masseanschlusses 112 
anstelle der P-Kanal-Transistoren 21 bis 23 verwirklicht 
werden, die mit dem Ausgang des Komparators 29 versorgt 
werden . 

In Fig. 3 ist ein IC 35 gemafi einer weiteren Ausftthrungs- 
form der vorliegenden Erfindung gezeigt, wobei die glei- 
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chen Komponenten wie in Fig. 2 mit den gleichen Bezugs- 
zeichen bezeichnet sind, urn eine weitere Beschreibung 
hiervon weglassen zu k6nnen. In dieser Ausftthrungsform 
sind eine Leistungsversorgungsleitung 161 fUr eine Daten- 
verarbeitungsschaltung 16 und eine Leistungsversorgungs- 
leitung 171 fttr eine Datenspeichereinheit 17 sowie ein 
UND-Gatter 113 unabhSngig voneinander vorgesehen. Die Da- 
tenverarbeitungsschaltung mufl ihren Betrieb wShrend der 
Periode der Bereitstellung der Ersatzspannung nicht aus- 
ftthren, weshalb es nicht notwendig ist, dafl an sie eine 
Quellenspannung angelegt wird. Vielmehr wird bevorzugt, 
an die Einheit 16 keine Spannung anzulegen, um den Lei- 
stungsverbrauch der Ersatzquelle 12 wahrend der Bereit- 
stellung der Ersatzspannung niedrig zu halten. Diese Aus- 
ftthrungsform basiert auf dieser Betrachtung. Die Quellen- 
leitungen 161 und 171 sind mit einer Quellenspannungser- 
fassungs-/Versorgungs-Steuerschaltung 301 verbunden* Dar- 
ttber hinaus ist in dieser Ausftthrungsform die in Fig. 1 
gezeigte Diode aus den spater beschriebenen GrUnden weg- 
gelassen. 

Wie in Fig. 4 gezeigt, ist die Quellenleitung 161 fttr die 
Datenverarbeitungseinheit 16 an den Hauptquellenanschlufl 
110 angeschlossen, wahrend die Leistungsquellenleitung 
171 fttr die Datenspeichereinheit 17 ttber einen P-Kanal- 
MOS-Transistor 41 an den Hauptleistungsanschlufl 110 ange- 
schlossen ist. Ferner ist eine Elektrode des Transistors 
212/ die vom Ersatzquellenanschlufl 111 entfernt ist, an 
die Quellenleitung 171 angeschlossen. An das Gate des 
Transistors 141 ist ein Ausgang eines Invertierers 410 
angeschlossen, der den Ausgang des Komparators 29 inver- 
tiert. Ferner sind die Transistoren 21 bis 23 weggelas- 
sen, auflerdem ist zur Steigerung der Stabilitat einer Re- 
ferenzspannung ttber der Diode 27 anstelle des Widerstands 
25 {Fig. 2) eine Konstantstromquelle 45 vorgesehen. 
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Im Normalbetrieb stellt der Komparator 29 durch Schlieflen 
des Leistungsschalters 14 den Hochpegelausgang bereit, 
wodurch die Transistoren 41 und 212 eingeschaltet bzw. 
ausgeschaltet werden. Daher empfangen die Quellenleitun- 
gen 161 und 171 die Hauptleistungsspannung Vcc, so dafi 
ein gewtinschter Schaltungsbetrieb ausgeftlhrt wird. In 
diesem Fall wird die Spannung am Anschlufl 10 durch den 
Komparator 28, die Widerstande 24 und 26, die Diode 27 
und die Konstantstromquelle 45 wie oben erwahnt ttber- 
wacht. Wenn daher die Quellenspannung am Anschlufl 10 auf 
einen vorgegebenen Wert abgesenkt wird, stellt der Kompa- 
rator 28 einen Niedrigpegelausgang bereit, so dafl ein Zu- 
griff auf die Datenspeichereinheit 17 verhindert wird. 

Wenn der Leistungsschalter 14 geOffnet ist, stellt der 
Komparator 29 den Niedrigpegelausgang bereit, urn die 
Transistoren 41 und 212 aus- bzw. einzuschalten. Daher 
wird an die Quellenleitung 171 die Ersatzspannung V BUP 
angelegt, so dafl die Datenspeichereinheit 17 die gespei- 
cherten Daten halt. Die UND-Gatter 211 und 113 verhindern 
den Zugriff auf die Einheit 17. Aufgrund der Tatsache, 
dafl der Transistor 41 ausgeschaltet ist, flieflt von der 
Ersatzquelle 12 zur Datenverarbeitungsschaltung 16 kein 
Strom, urn den Leistungsverbrauch in dieser Schaltung zu 
unterdrlicken. Da in den Hauptleistungsanschlufl 110 kein 
Strom flieflt, ist die Diode 13 nicht notwendig* Die aus 
den Komponenten 24 bis 28 und 45 gebildete Hauptspan- 
nungs-Oberwachungsschaltung verbraucht keine unnfltige 
Leistung. 

Wie oben erwahnt, wird gemafl dieser Aus fUhrungs form die 
Diode 13 auf seiten der Hauptquelle wie in Fig. 1 gezeigt 
unnotig, wobei bei weiter reduziertem Leistungsverbrauch 
die Lebensdauer der Leistungsquelle 12 erh&ht werden 
kann. 
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Wenn in den Ausftthrungsformen der vorliegenden Erfindung 
irgendeiner der Komparatoren 28 oder 29 den Niedrigpege- 
lausgang bereitstellt, stellt das UND-Gatter 211 das Mie- 
drigpegel-Zugriffgewahrungssignal bereit, um einen Zu- 
griff auf die Einheit 17 zu verhindern. Daher ist diese 
Operation mit einer ODER-Funktion funktional Equivalent. 
Daher kann das UND-Gatter 211 durch ein ODER-Gatter er- 
setzt werden, indem der Ausgang der beiden Komparatoren 
28 und 29 invertiert wird. Da dartlber hinaus verhindert 
wird, dafl auf die Datenspeichereinheit 17 durch den Kom- 
parator 28 zugegriffen wird, bevor an die Quellenleitun- 
gen 120 und 171 die Ersatzspannung V BUP angelegt wird, 
werden die in der Einheit 17 gespeicherten Daten nicht 
zerstCrt, was zwischen einem Zeitpunkt, in dem die Haupt- 
quelle abgekoppelt wird, und einen Zeitpunkt, in dem die 
Ersatzspannung angelegt wird, auftreten k6nnte, so dafl 
die Schaltung zuveriassiger wird. 

Obwohl die Erfindung anhand spezifischer Ausftihrungsfor- 
men beschrieben worden ist, ist nicht beabsichtigt, dafl 
diese Beschreibung eine beschr&nkende Wirkung hat. Ver- 
schiedene Abwandlungen der offenbarten Ausftthrungsformen 
sind fttr Fachleute bei Bezugnahme auf die Beschreibung 
der Erfindung of fensichtlich. Es ist daher beabsichtigt, 
dafl die beigeftlgten Ansprttche irgendwelche Abwandlungen 
Oder Ausftthrungsformen abdecken, soweit sie in den Umfang 
der Erfindung fallen. Beispielsweise kann fttr jeden der 
Komparatoren 28 und 29 ein Komparator des Schmitt-Trig- 
ger-Typs verwendet werden. Darttber hinaus kann in den 
nichtinvertierenden Eingang und/oder den invertierenden 
Eingang des Komparators 29 eine Spannungsabfalleinrich- 
tung wie etwa eine Diode in Serie eingefttgt seln. 
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Patentansprfiche 

1. Integriertes Halbleiterschaltungsbauelement, mit 

einem ersten LeistungsanschluB (110) , an den eine 
Hauptquellenspannung (11) anzulegen ist, einem zweiten 
LeistungsanschluB {111}/ an den eine Ersatzspannung (12) 
anzulegen ist/ einer Quellenleitung (120, 161} zum 
AnschlieBen des ersten Leistungsanschlusses an eine 
interne Schaltung (16} , einer Datenspeichereinrichtung 
(17), die mit der Quellenleitung (120 f 161) verbunden 
ist, einem Transistor (212), der zwischen den zweiten 
LeistungsanschluB (111) und die Quellenleitung (120, 161) 
geschaltet ist, einer Komparatoreinrichtung (29} zum 
Vergleichen einer auf die Spannung am ersten 
LeistungsanschluB (110) bezogenen ersten Spannung mit 
einer auf die Spannung am zweiten LeistungsanschluB (111) 
bezogenen zweiten Spannung, urn den Transistor (212) 
nichtleitend zu machen, wenn die erste Spannung einen 
grOfieren Absolutwert als die zweite Spannung besitzt/ und 
um den Transistor (12) leitend zu machen, wenn die erste 
Spannung keinen grOfieren Absolutwert als die zweite 
Spannung besitzt, und einer 

Hauptquellenspannungsverminderung-Oberwachungseinrichtung 
(24-28) zum Verhindern jeglichen Datenzugrif fs auf die 
Datenspeichereinrichtung (17), wenn die Spannung am 
ersten LeistungsanschluB (110) auf einen Zwischenwert 
zwischen der Hauptquellenspannung (11) und der 
Ersatzspannung (12) abgesenkt wird, 

2 „ Integriertes Halblei terschal tungsbauelement nach 

Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Hauptquellenspannxingsverminderung-Oberwachungseinrichtung 
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einen {Comparator (28) mit einem Ausgang, einem 
invertierten Eingang und einem nichtinvertierten Eingang, 
eine Diode (27) , die zwischen einen 

Referenzleistungsanschlufi (112) und den invertierten 
Eingang angeschlossen ist, einen ersten Widerstand (26) , 
der zwischen den Referenzleistungsanschlufi und den 
nichtinvertierten Eingang angeschlossen ist, einen 
zweiten Widerstand (24) , der zwischen den 
nichtinvertierten Eingang und die Quellenleitung 
angeschlossen ist, sowie einen dritten Widerstand (25) 
enthait, der zwischen dem invertierten Eingang und der 
Quellenleitung angeschlossen ist, 

3. Integriertes Halbleiterschaltungsbauelement nach 
Anspruch 2, femer gekennzeichnet durch Transistoren (21, 
22, 23), wovon jeder zwischen dem ersten 
Leistungsanschlufi (110) und dem zweiten Leis tungsanschlufl 
(112) mit der Hauptquellenspannungsverminderung- 
Qberwachungseinrichtung in Serie geschaltet ist und 
gesperrt wird, wenn die Spannung am ersten 
Leistungsanschlufi (110) nicht hSher als die zweite 
Spannung ist. 

4. Integriertes Halbleiterschaltungsbauelement, mit 
einem ersten Leistungsanschlufi (110), an den eine 
Hauptquellenspannung (11) anzulegen ist, einem zweiten 
Leistungsanschlufi (112), an den eine Ersatzspannung (12) 
anzulegen ist, einer ersten Quellenleitung (171) far eine 
erste interne Schaltung (17), einer ersten 
Schalteinrichtung (41), die zwischen dem ersten 
Leistungsanschlufi (110) und der ersten Quellenleitung 
(171) angeschlossen ist, einer zweiten Schalteinrichtung 
(212), die zwischen dem zweiten Leistungsanschlufi (111) 
und der ersten Quellenleitung (171) angeschlossen ist, 
und einer Komparatoreinrichtung (29) zum Vergleichen 
einer auf die Spannung am ersten Leistungsanschlufi (110) 
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bezogenen ersten Spannung mit einer auf die Spannung am 
zweiten Leistungsanschlufi (111) bezogenen 2weiten 
Spannung und zum EIN- bzw. AUS-Schalten der ersten und 
der zweiten Schalteinrichtung, wenn die erste Spannung 
einen grtffieren Absolutwert als die zweite Spannung 
besitzt, und zum AUS- bzw* EIN-Schalten der ersten und 
der zweiten Schalteinrichtung/ wenn die erste Spannung 
keinen grOBeren Absolutwert als die zweite Spannung 
besitzt. 

5. Integriertes Halbleiterschaltungsbauelement nach 
Anspruch 4, ferner gekennzeichnet durch eine zweite 
Quellenleitung (161) ftir eine zweite interne Schaltung 
(16), wobei die zweite Quellenleitung an den ersten 
Leistungsanschlufi angeschlossen 1st. 

6. Integriertes Halbleiterschaltungsbauelement nach 
Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet/ dafi die erste 
interne Schaltung eine Datenspeicherelnrichtung (17) ist 
und dafl die Vorrichtung ferner eine 
Hauptquellenspannungveminderiing-Oberwachungseinrichtiing 
(24, 26, 27/ 45, 28) enthait, urn jeglichen Datenzugriff 
auf die Datenspeicherelnrichtung zu verhindern, wenn die 
Spannung am ersten Leistungsanschlufi auf einen 
Zwischenwert zwischen der Hauptquellenspannung und der 
Ersatzspannung abgesenkt wird- 

7. Integrierte Halbleiterschaltungsbauelement nach 
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Hauptquellenspannungsvermindening-Obervachungseijirichtung 
einen Komparator (28), der seinerseits einen Ausgang, 
einen invertierten Eingang und einen nichtinvertierten 
Eingang besitzt und zwischen einen 
Referenzleistungsanschlufl (112) und den ersten 
Leistungsanschlufi geschaltet ist, eine Diode (27) , die 
zwischen den Referenzleistungsanschlufl und den 



invertierten Eingang geschaltet ist, zwei Widerstande 
{24, 26), die zwischen den Referenzleistungsanschlufi und 
den nichtinvertierten Eingang bzw. zwischen den ersten 
Leistungsanschlufi und den nichtinvertierten Eingang 
geschaltet sind, sowie eine Konstantstromquelle (45) 
enthait, der zwischen dem invertierten Eingang und dem 
ersten Leistungsanschlufi angeschlossen ist, 

8. Integriertes Halbleiterschaltungsbauelement nach 
Anspruch 4 Oder 5/ bei der die erste und die zweite 
Schalteinrichtung durch zwei MOS-Transistoren gegeben 
sind/ deren Source-Drain-Pfade zwischen dem ersten und 
dem zwei ten Leistungsanschlufi in Serie geschaltet sind, 

9. Integriertes Halbleiterschaltungsbauelement nach 
Anspruch 1 Oder 6, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Hauptquellenspannungsverminderung-Oberwachungseinrichtung 
(24-28) ein Spannungsverminderungs-Erfassungssignal 
erzeugt, wenn die Spannung am ersten Leistungsanschlufi 
auf den Zwischenspannungswert abgesenkt wird, dafi die 
Komparatoreinrichtung (29) ein Ersatzsteuersignal 
erzeugt/ das einen ersten logischen Pegel annimmt, wenn 
die erste Spannung einen grOfleren Absolutwert als die 
zweite Spannung besitzt, und einen zweiten logischen 
Pegel annimmt, wenn die erste Spannung keinen grcJfieren 
Absolutwert als die zweite Spannung besitzt, und dafi die 
Hauptquellenspannungsverminderung-tJberwachungseinrichtung 
eine Einrichtung (211) enthSlt, die entweder auf das 
Spannungsverminderungs-Erfassxingssignal oder das 
Ersatzsteuersignal anspricht und den zweiten logischen 
Pegel ausgibt, urn einen Zugriff auf die 
Datenspeichereinrichtung zu verhindern. 
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(Stand der Technik) 



